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Abstract
Thin nlm thermistor has been expected to be used very high stability and high sensitive
temperature sensor
This paper describes anneahng ettect of resistivity ρ and B constant ofヽIn―CO―Fe sp nel
structured thin il■l thermistor fabricated by RF sputterd method
Aging properties of resistance R of thin lillns are discussed
1。 まえが き
VLSI等の半導体製造技術の進歩に伴って薄
膜技術が急速にクローズアップされ,一般の電
子デバイスの開発や製造に応用 されるように
なって来た。この薄膜技術を用いることによっ
て,従来のバルクサーミスタに比べて高精度で
高信頼性のあるサーミスタの実用化が期待され
る。
薄i莫サーミスタは,感熱素材が薄膜状である
ので,良好な熱応答性や原料の節約が計られる。
また,デバイスとしての集積化が容易でノミルク
形サーミスタとは異なったインテリジェント化
が期待できる等の特徴をもっている。薄膜化す
ることにより体積が′ミルクと比較 して103以
下にでき,薄膜を保持する基板の熱容量が無視
出来れば薄膜サーミスタの熱応答性は著しく向
上する。熱応答性が早いという薄膜特有の性質
を利用するには基板の熱容量を極力小さくする
か,或いは,測温体に感熱薄膜を直接スパッタ
する方法が考えられる。電極構造を変化するこ
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とにより抵抗を約103～1010[Ω]の広範囲に可
変することが可能である。
本研究では,RFスパッタ法を用いてサーミ
スタの薄膜化を試み,薄膜サーミスタの電気的
特性の高安化に及ぼす最適熱処理条件について
基礎研究を行った。
2.薄膜サーミスタの合成
2.1 ターゲット材料
本研究で使用したターゲット材料はMnc03
(和光純薬工業佛,試薬1級),修酸第一鉄
FeC204・2H20(純正化学佛,特級),および塩
基性炭酸コバル ト2CoCOa3Co(OH)2・4H20
(和光純薬工業俳),化学用)を使用した。組成比
はMn:Co:Fe=12.4:44.5:431金属mOl%と
した。この組成比はすでにバルクサーミスタ材
料の研究によりρ為よびB定数の温度特性が
非常に安定な組成比を選んだ。セラミックター
ゲットの作製は,図1に示すフロッチャートに
従って混式滉合法を採った。仮焼温度は850
[℃]で16時間固相反応を行った後,#60～150の
飾により造粒 し,100φの金型で約600[kg/
cm2]で厚さ約20 mmにコール ドブレスした。
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